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摘要(译)

气相沉积源（60），限制板单元（80）和气相沉积掩模（70）按此顺序
设置。限制板单元包括沿第一方向设置的多个限制板（81）。限定板单
元的限制空间（82）的至少一部分表面（83）和限制板单元的与蒸汽沉
积源相对的表面（84）由至少一个外表面构件（110,120）构成。能够附
接到基部（85）和从基部（85）分离。因此，可以获得能够形成在大尺
寸基板上抑制边缘模糊并且具有优异的维护性能的涂膜的气相沉积装
置。
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